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تا صفر ولت  -5.1نور خورشید نشان می دهد که با افزایش ولتاژ از 

 چگالی فتوجریان افزایش می یابد .، Ag/AgClنسبت به الکترود مرجع 

 
فتو الکترود های ساخته شده تحت شرایط شبیه سازی نور   I-V: منحنی های 4شکل

  خورشید

 نتیجه گیری
گاف انرژی کاهش محسوسی  Cuو  Alتوسط اتم های ZnOبا آلاییدن 

خواهد داشت که منجر به تولید لایه نازک هایی با خواص 

 فرتوالکتوشیمیایی بهتری شده است.

از  ZnOبه کمک روش الکتروریسی می توان لایه نازک های بر پایه 

 با خواص فتوالکتروشیمیایی قابل توجهی تولید کرد. pو nنوع 

در کاربردهایی که نیاز  CZOو ZnO ،AZOمی توان از لایه نازک های 

به خواص فتوالکتروشیمیایی از جمله سلول های خورشیدی و تولید 

  هیدروژن است، استفاده نمود.

 نتایج و بحث
 ، AZO.بررسی میزان پایداری فتوالکترود های لایه نازک 1

CZOوZnO  نشان می دهد که فتوالکترود لایه نازک نوعn    

(AZO .در مدت زمان کمتری به پایداری رسیده است ) 

 
: بررسی میزان پایداری فتوالکترود های ساخته شده تحت روشنایی 2شکل

  ثانیه 951شبیه سازی نور خورشید در مدت 

( فتوالکترود ها در شرایط LSV. آنالیز روبش خطی پتانسیل )2

تا صفر ولت  -5.1تاریک نشان می دهد که با افزایش ولتاژ از 

چگالی فتوجریان افزایش ، Ag/AgClنسبت به الکترود مرجع 

قابل ملاحظه  AZOمی یابد که این میزان افزایش برای نمونه 

 تر است. 

 
 فتو الکترود های ساخته شده تحت شرایط تاریک  I-V:منحنی های 9شکل 

 

 مقدمه
با گاف نواری پهن در حدود  nاکسید روی یک نیمه رسانای نوع 

9.93ev ( 05و انرژی اکسایتون بالاmeV است. که با پایداری )

شیمیایی و حرارتی بالا و خواص اپتوالکترونیکی به طور گسترده 

در زمینه های مختلف از جمله سنسورها، فوتوکاتالیست ها، 

سلولهای خورشیدی، مواد فوتوالکتریک و آشکارسازهای نوری 

[. مطالعات نشان می دهد که با کاهش اندازه اکسید 1کاربرد دارد]

روی تا مقیاس نانو توانایی اپتوالکترونیکی مواد افزایش می یابد.در 

میان انواع نانو ساختارها، نانو ساختارهای یک بعدی )مانند 

نانوالیاف( به دلیل نسبت سطح به حجم وسیع و افزایش خواص 

مکانیکی و برهم کنش های فیزیکی و شیمیایی، باعث فراهم شدن 

[. 2مکان های فعال تر و فاصله های کوتاه انتشار می شود]

نانوالیاف به روش های مختلفی مانند تبخیر حرارتی، رسوب بخار 

ژل و -شیمیایی، پاشش مغناطیسی، اسپری پیرولیز، سل

[. روش الکتروریسی یک فرایند 9الکتروریسی ساخته می شود]

بسیار ساده و همه جانبه برای ساخت نانوالیاف یک بعدی پلیمری 

با قطرهای چند نانومتر تا چند میکرومتری با استفاده از یک جت 

الکتروستاتیکی از محلول پلیمری است.نانوالیاف تولید شده با این 

روش دارای ویژگی های جالب مانند استحکام محوری بالا، الیاف 

بلند با تخلخل زیاد، یکنواختی در اندازه قطرها و وزن پایین 

هستند که در سالهای اخیر به دلیل تکنیک ساده و کم هزینه 

 [. 4بسیار مورد توجه قرار گرفته اند ]

(، نیاز به نیمه PECدربسیاری از کاربردهای فتوالکتروشیمیایی)

می باشد که دارای  ZnOهادی هایی با گاف انرژی پهن مانند 

پایداری الکتروشیمیایی،نوری وحرارتی وهمچنین مقاومت در برابر 

خوردگی اتمسفری هستند. با این حال حضور گاف انرژی پهن 

دراین نیمه هادی ها جذب نور آنهارا محدود می کند.دوپ کردن  

منجر به کاهش   ZnOبرخی عناصراز قبیل مس وآلومینیوم در 

 [.1گاف انرژی آن می شود]

داده شده می باشد بااین تفاوت که درهنگام تهیه محلول  

 5.534گرم استات روی دوآبه و 5.913پلیمری به ترتیب از 

گرم 5.913و از  (%AZO)0wtبرایگرم نیترات آلومینیوم 

CZOبرایگرم نیترات مس 5.5210استات روی دوآبه و

)0wt%) .استفاده شد 

 
 :شماتیکی از نحوه انجام فرایند الکتروریسی1شکل

 چکیده
 FTOبه روش الکتروریسی بر روی زیرلایه شیشه  CZO(0wt%)و ZnO ،AZO(0wt%)( فعالیت فتوالکتروشیمیایی بالایی را از خود نشان می دهند. در این پژوهش نانوالیافZnOلایه نازک های اکسید روی)

 ساعت درون کوره کلسینه وتبدیل به لایه نازک شدند.1درجه سانتی گراد به مدت  455سنتز و سپس نمونه ها در دمای 

 ، خواص فتوالکتروشیمیایی نمونه ها بایکدیگر مقایسه شد.( stability)( و پایداری LSVبا استفاده ازآنالیز روبش خطی پتانسیل)
 واژه های کلیدی:اکسید روی ،لایه نازک ،الکتروریسی ، فتوالکتروشیمیای

 لیست اختصارات:
AZO: Al doped ZnO 
CZO: Cu doped ZnO   
FTO: Fluorine doped tin oxide  

 مواد و روش آزمایش

 
می باشدد.  ZnOمراحل گفته شده در بالا برای ساخت لایه نازک

 مشابه مراحل شرح  pوnازنوع  ZnOروش ساخت لایه نازکهای
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